
 
 

Fig.1 Probability of domain formation 
dependence of writer current for [Co/Pd] 
nanowire (a) without and (b) with SUL at 
different head-nanowire spacing.  
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はじめに 
近年、磁性細線における磁壁の電流駆動に関する研究 1)に注目が集まり、レーストラックメモリ 2)に代表さ

れる新しい原理のメモリが提案されている。我々は磁性細線を並列に複数配置し、それらの磁区をパルス電

流印加によって同期駆動する新しい超高速磁気記録デバイスの実現を目指して、[Co/Pd]磁性細線の基礎研究
を進めている 3)。この動作を実証するため、HDD用磁気ヘッドを２次元コンタクトスキャンすることによっ
て試料表面の磁化状態を観察する nano-MDS (Magnetic Domain Scope for wide area with nano order resolution)法
4)を用い、磁性細線の一端に設置した記録ヘッドで磁区を形成した後、パルス電流によりその磁区を細線に沿

って駆動し、さらにその磁区を他端の再生ヘッドで検出する実験を行っている。このとき、磁性細線に軟磁

性下地層(SUL)を付与すると安定して磁区形成できるが、電流駆動の際に磁区長が不安定になる他、磁壁の移
動速度も遅くなるという問題があった 5)。そこで、SUL のない磁性細線においても安定して磁区形成・磁区
駆動できるよう、記録ヘッド－磁性細線距離(SP)に対する磁化反転の様子を調査したので報告する。 

実験方法 
イオンビームスパッタ法および電子線リソグラフィーにより、それぞれ(a)SULなし、(b) SUL: 79Ni16Fe5Mo 

(30 nm)の上に、[Co/Pd]垂直磁化多層膜を表面熱酸化 Si基板上に 30 nm堆積して磁性細線を作製した。細線
幅は 150 nm、細線長は 20 µmとした。nano-MDSの記録ヘッドにより、下向き磁界を印加しながら磁性細線
表面を走査してその磁化方向を全て下向きに揃え初期化した後、上向き磁区を形成するように逆向きの記録

電流 Iwriteを印加した。磁気ヘッドの"ABS"側には DLC(diamond like carbon)保護層を付与しているが、その層
厚の異なる磁気ヘッドを用いることで SPを変化させ、上向き磁区の形成に必要となる Iwriteを調査した。 

実験結果 
Fig.1 は(a)、(b)それぞれの SUL 条件において SP を変化させた場合の、[Co/Pd]磁性細線の磁区反転確率と

記録電流の関係を示したものである。どちらの細線においても、SPを短縮することで逆磁区の形成に必要な
Iwriteを低減できることが確認できる。また、(a) SUL無しの
細線構造であっても SPを 1 nmまで短縮させることによって、
(b) SPを 3nm程度まで近接させたときの SULを付与した細線
と同等の記録効率が得られるものと見積もられる。保護層厚

の調整以外に記録ヘッドを磁性細線へ近接させ磁束集中させ

る手段をさらに検討したので、詳細を当日報告する。 
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